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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Тема дисертації:
1. Вдосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого арсеніду галію великого діаметру

2. Improvement of technology of cultivation of semi-insulating GaAs bulks of large diameter

Реферат:
1. Дисертація присвячена питанням удосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого GaAs
великого діаметру. Визначено, що при діаметрі GaAs 100 мм максимальні значення густини дислокацій
досягають не більш ніж 2,3*10^5 см^(-2) і мають острівцевий характер. Удосконалено методи розрахунків
полів термопружних напружень для вирощування кристалів в напрямку (100), за даним методом розроблено
конструкцію теплового вузла, що дозволяє вирощувати монокристали напівізолюючого GaAs, легованого Cr,
з густиною дислокацій 1,15-2,3*10^5 см^(-2). Розроблено методи визначення оптичної однорідності
напівізолюючого GaAs з різними електричними властивостями. За запропонованою методикою проведені
дослідження оптичних характеристик пластин GaAs з орієнтацією (100) і діаметром 100 мм, які показали
наявність у площині пластини оптичних аномалій у вигляді локальних острівців. Експериментально



досліджена дислокаційна структура монокристалів GaAs (діаметром до 100 мм), вирощених методом
Чохральського, і встановлено, що високотемпературний відпал призводить до зниження густини дислокацій
в 1,2-1,3 рази.

2. Dissertation is devoted to improvement of cultivation technology of semi-insulating GaAs ingots of large
diameter. It was determined that when GaAs has a diameter of 100 mm, the maximum values of the dislocation
density achieve 2,3*10^5 сm^(-2) and have insular character. The methods of calculation of thermal stress fields
for crystal growth in the direction of (100) are improved; according to these methods the design of thermal unit is
developed. Such methods allow to grow single crystalline bulk of semi-insulating GaAs, doped with Cr, with
dislocation density 1,15-2,3*10^5 сm^(-2) . The methods of determining the optical homogeneity of semi-
insulating GaAs with different electrical properties are worked out. According to proposed method the studying of
optical characteristics of GaAs wafer with (100) orientation and a diameter of 100 mm is conducted. The research
showed the presence of optical anomalies in the form of local islands in the plane of the wafer. The dislocation
structure of single crystalline bulk of GaAs (diameter 100 mm) grown by Czochralski method is experimentally
investigated, and it is found that high-temperature annealing results in a reduction of the dislocation density in the
1.2-1.3 times.
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